Deney 2 Rapor:

Deneysel calisma olarak bu deneyimizde tek kath BJT Amplifier tasarimi yapmamiz
istenmistir.Deneyin amaci ise BJT’nin calisma prensibi,tasarim kosullar1 ve kriterlerinin
dogru ve tam olarak uygulanilisim deneysel olarak gerceklestirmektir.

Figure 1 icerisinde verilen tasarimda belirlenen [3 degerleri icin direnc degerleri
bulunmustur.Tasarlanan amplifier pratikte hesaplanan degerlerle ortiiserek cahsmistir. Emitter
resistance iki direnc olarak verilmis ancak ikinci direnc¢ voltaj kazanim arttirmak icin
bypassed seklinde verilmigtir.

Oncelikle devrenin DC analizi yapildi gerekli B degerleri ve tasarim kriterleri
kullanilarak transistor {in calisma noktasi ve direnc degerleri bulundu.

1-) Deneyde kullanilan BJT ile kurulan devrede ilk béliimde istenilen dlciimler Icq =15,72
mMA Veeq = 5,76V olarak alinmistir.Devrede kullanilan transistor iin [} degeri yaklasik olarak
250 alinmugstir.
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3-) Bu béliimde ise ossiloskop X-Y mode durumundayken seklin lineer olmasi saglandi ve
Vou not edildi.
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Sekilde gosterilen hesaplama normal voltaj béliicii devre olarak yapildi.

V:/10=R./Ra+10k R.=2,5kise V.=2.02V

Proteus cizimleri ve hesaplamalar ek olarak arka sayfalara eklenmistir.



